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［はじめに］半導体薄膜の屈折率、誘電率スペクトルを測定する方法の一つとして、分光エリ

プソメトリー (SE) がある。しかし、SEは試料の表面状態に非常に敏感で、試料調整やその使用

法には注意すべき点がある。一方、分光光度計 (SP) は固体、液体等多様な材料の光透過率およ

び反射率の簡便な測定法として広く用いられている。しかし、SP 測定から屈折率 (誘電率) スペ

クトルを算出する場合、材料に適合する分散関数を使用する方法が提案されているが、適合する

分散関数の選択等その解析は必ずしも容易でない。ここでは、SP 測定した半導体薄膜の透過率お

よび反射率スペクトルから屈折率スペクトルを算出する方法を提案し、その有効性を検証した。 

［方法および結果］検証は、最初に石英基板上の Si膜 (膜厚：d=500 nm) を仮定し、石英および

Siの文献値屈折率データからシミュレートした SP測定の透過率 T (Fig. 1赤線) および反射率Rス

ペクトル (Fig. 1黒線) に対して行った。T および R スペクトルから T/(1-R) を算出することによ

り膜の干渉を取り除いたスペクトル (Fig. 1 青線) から Si の吸収係数  さらに消衰係数 k 

(=/4 : Fig. 2白丸) を求め、次式により屈折率 n を求めた (Fig. 2黒丸) 。 

   ・・・ (1) 

Fig. 2の赤線は Siの n, k文献値データであり、k は良い一致を示している。算出 n (黒丸) は、(1)

式使用の際の R データの干渉の影響で長波長 (透明) 領域に干渉を含むが、短波長側では文献値 n

を再現している。次に、kスペクトルに対しKK変換を行い干渉の無い nを算出した (Fig. 3黒丸、

青丸) 。算出 n データは透明領域で文献値 (白丸) を良く再現している。短波長側の誤差は KK

変換の積分範囲の有限誤差によるものである。Fig. 2 および Fig. 3の結果から、本方法により屈折

率の算出が可能なことを実証した。講演当日は、ZnO 薄膜の実測＆解析結果についても報告する。 

Fig. 1 Experimental SP spectra Fig. 2 Simulated n and k spectra Fig. 3 KK transformed results 
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